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ワイドギャップ半導体である ZnO に水素をドープすると，電気伝導性が著し

く向上することが知られており[1]，この現象を利用した水素検出材料として

ZnOは古くから用いられている。最近では，水素ドープによる導電性透明薄膜

の可能性も模索されている[2]。水素ドープ ZnO
の良電導性は，水素がドナーとして振る舞うこと

で表面領域に電荷蓄積層が形成されるためで

ある。ウルツ鉱型結晶構造を有す ZnO（Fig. 1）

では，電気的に中性な(10-10)，(11-20)面，極

性である Zn 終端(0001)面，O 終端(000-1)面が

安定に存在する。今回我々は，水素吸着により

これらの ZnO 表面に形成される電荷蓄積層を

角度分解光電子分光（ARPES)により比較して，

表面に依存した蓄積電荷量や電子の振る舞い

を検証した。 
BL-11D にて，SES200 電子エネルギー分析

器を用いて行った光電子スペクトル測定の結果

を Fig. 2 に示す。これらは，三つの清浄 ZnO 表

面と，それらに水素を曝露した表面（200 L 
H/H2）からの角度積分スペクトルである。清浄

面スペクトルの立ち上がり位置（価電子バンド上

端に相当）は，(10-10)表面が最も深く，極性面

はそれより浅い。これは表面でのバンドベンディ

ングの違いを反映している。水素吸着により，全

ての表面で価電子バンド上端が高結合エネル

ギー側にシフトし，電荷蓄積層の形成を示唆す

る 。 こ の 蓄 積 層 の 形 成 に 伴 い ， (10-10) と

(000-1)表面では蓄積電荷がフェルミ準位直下

に観測された。しかし，(0001)表面にはそのよう

な構造がない。表面構造に依存して，蓄積層の

電子構造に違いがあることが明らかになった。 
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Fig. 2 ZnO 清浄面と水素吸着面の
角度積分スペクトル。フェルミ準位
近傍は 50 倍の強度で表示。 

Fig. 1 ZnO 結晶構造。 


